
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
二次元配列せしめられた発光点を形成する発光素子アレイと、
前記発光点からの光を収束する収束手段と、
前記収束手段を介して前記光が収束せしめられ、結像点を形成する位置に設けられた受光
手段と、
あらかじめ決定された方向に、前記受光手段に対して相対的に前記結像点を移送する移送
手段と
を具備し、
前記発光素子アレイは、複数の半導体チップで構成され、前記半導体チップの相対向する
接続端面が隣接する半導体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する直線となる
ように前記移送方向に対して傾斜するように結合せしめられている
ことを特徴とする半導体発光素子アレイを用いた光源装置。
【請求項２】
二次元配列せしめられた複数の光電変換部を構成する光電変換素子アレイ装置において、
前記光電変換素子アレイは、２次元配列された複数の光電変換部を具備してなる複数の半
導体チップが１列に配列せしめられて構成され、前記半導体チップの相対向する接続端面
が隣接する半導体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する直線となるように前
記光電変換部の主配列方向に対して傾斜するように結合せしめられていることを特徴とす
る光電変換素子アレイ装置。
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【請求項３】
半導体基板表面に、二次元配列せしめられた複数の発光点を有する発光素子基板を形成す
る発光素子基板形成工程と、
前記発光素子基板を、所望の位置でダイシングし、複数の発光点を有する発光素子チップ
を形成する発光素子チップ形成工程と、
支持基板上に、前記発光素子チップを配列し固着する発光素子チップ接続工程と
を含み、
前記収束手段を介して前記発光点を収束することによって形成される複数の結像点を受光
手段で受光すべく、あらかじめ決定された移送方向に沿って前記受光手段に対して相対的
に前記結像点を移送するように構成された光源装置の製造方法において、
前記半導体チップ形成工程および半導体素子チップ接続工程は、前記半導体チップの相対
向する接続端面が隣接する半導体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する直線
となるように前記移送方向に対して傾斜するようにダイシングされ接続せしめる工程であ
ることを特徴とする半導体発光素子アレイを用いた光源装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、半導体発光素子アレイを用いた光源装置に係り、特にＬＥＤプリンタやレーザ
プリンタ、レーザディスプレイ、イメージセンサなどに用いられる光源装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常のＬＥＤプリンタは、図１１に示すように１次元に配列された発光点ＬＰを有する長
方形のＬＥＤ発光素子チップＣｈ１，Ｃｈ２を一列に接続してマルチチップヘッドとし、
これを光源として用いている。
【０００３】
素子配列の高密度化をはかるためにいろいろな方法が提案されており、例えば発光点を千
鳥状に配列したチップを形成し、これを接続する方法が提案されている（特開平２－１４
７２５９号）。この方法では、１チップ内において発光点が千鳥状に配列されているため
に、発光点間の距離が広がり、配線スペースが広くなることにより、歩留まりが向上する
。しかしながら、接続面のチップ端面は副走査方向（ドラムの回転方向に対応するＬＥＤ
チップ面内の方向）に平行であるため、発光点密度が高くなると、チップ端面と発光点が
接近する。チップ端面と発光点との距離は、図１２に示すように、チップ切断の位置精度
の問題からある値のマージンが設けられている。発光点と切断端面との間の距離は切断ダ
メージの問題から数μｍ　以上とる必要があるが、チップ切断の位置精度ばらつきが、±
５μｍ以上あることから端面と発光点との距離のばらつきは５～１５μｍとなる。１５μ
ｍの場合、チップを接続すると３０μｍとなり、　１２００ｄｐｉの２１μｍピッチが実
現できなくなってしまうという問題があった。
【０００４】
また、発光素子列を２列設け、各列を、チップを順次接続したアレイ光源で構成し、この
２列を各々に対応するロッドレンズで感光ドラム面上に一直線に結像点が配列されるよう
にした光ヘッドも提案されている（特開平５－９４０８０号）。この方法では、記録密度
の１／２の発光点密度を持つ発光点アレイを各列に設ければよく発光点密度が低いので実
現し易い。しかし、各列の結像点をドラム面上の端から端まで精度よく位置合わせを行う
ことは不可能に近い。現実には発光点の位置精度はミクロンオーダーが要求されており、
極めて困難である上、組み立てに多大な時間とコストがかかり現実的ではなかった。
【０００５】
さらに、発光ダイオードチップの接続における位置調整を簡単にするために、２つ以上の
ブロックに分けられた発光ダイオード列を有する半導体チップを発光ダイオード列に対し
てチップ接続端面を９０度から５度傾けるようにした発光ダイオードアレイヘッドが示さ
れている（特開昭５９－１６４１６１号）。
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この技術は、チップ接続の際の位置調整を簡単にするものであるが、発光ダイオード列を
２つ以上のブロックに分けると、電極配線を片側に配置させなければならないことから、
その発光点配列密度が高い場合、配線密度が高くなり、ワイヤボンディングなどの実施が
困難となる。従って、発光点密度の高い発光素子アレイには適用できないという問題があ
った。また各ブロックの電極配線のスペースの関係から、各ブロックを交互に千鳥配列す
ることになり、実質的には２列以上に配列することは難しく、２次元的に発光点を自由に
配列することができないという問題があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のマルチチップの半導体素子アレイでは、チップ接続方向の素子配列密
度を高くすると、チップ接続端面と半導体素子との間隔が接近してくる。現状では、チッ
プ切断の位置精度の誤差やチップボンディングの位置精度の誤差が少なくとも数μｍ　は
あるので、チップ切断端面がチップ接続方向に対して垂直であると、１２００ｄｐｉなど
の高密度の発光点配列のチップを接続することは不可能であった。また素子配列密度が高
くなってくると、１次元的な発光点配列では配線スペースやワイヤボンディングスペース
をとることが困難になってくる。従って、発光点を２次元に配列して発光点間隔を広くと
る必要があった。
本発明は前記実情に鑑みてなされたもので、チップ接続方向に対する発光点密度が高く信
頼性の高い半導体発光素子アレイを用いた光源装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、二次元配列せしめられた発光点を形成する発光素子アレイと、前記発
光点からの光を収束する収束手段と、前記収束手段を介して前記光が収束せしめられ、結
像点を形成する位置に設けられた受光手段と、あらかじめ決定された方向に、前記受光手
段に対して相対的に前記結像点を移送する移送手段とを具備し、前記発光素子アレイは、
複数の半導体チップで構成され、前記半導体チップの相対向する接続端面が隣接する半導
体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する直線となるように前記移送方向に対
して傾斜するように結合せしめられていることを特徴とする。
【０００８】
請求項２の発明は、二次元配列せしめられた複数の光電変換部を構成する光電変換素子ア
レイ装置において、前記光電変換素子アレイは、２次元配列された複数の光電変換部を具
備してなる複数の半導体チップが１列に配列せしめられて構成され、前記半導体チップの
相対向する接続端面が隣接する半導体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する
直線となるように前記光電変換部の主配列方向に対して傾斜するように結合せしめられて
いることを特徴とする。
【０００９】
請求項３の発明は、半導体基板表面に、二次元配列せしめられた複数の発光点を有する発
光素子基板を形成する発光素子基板形成工程と、前記発光素子基板を、所望の位置でダイ
シングし、複数の発光点を有する発光素子チップを形成する発光素子チップ形成工程と、
支持基板上に、前記発光素子チップを配列し固着する発光素子チップ接続工程とを含み、
前記収束手段を介して前記発光点を収束することによって形成される複数の結像点を受光
手段で受光すべく、あらかじめ決定された移送方向に沿って前記受光手段に対して相対的
に前記結像点を移送するように構成された光源装置の製造方法において、前記半導体チッ
プ形成工程および半導体素子チップ接続工程は、前記半導体チップの相対向する接続端面
が隣接する半導体チップの最近接発光点を結ぶ直線を垂直二等分する直線となるように前
記移送方向に対して傾斜するようにダイシングされ接続せしめる工程であることを特徴と
する。
【００１１】
【作用】
かかる構成によれば、主走査方向の発光点の配列密度は所望の状態に保持しつつ、最近接
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発光点までの距離を拡大することができる。
【００１２】
そしてその最近接発光点を結ぶ直線を２等分し、かつ発光点配列とほぼ平行な直線をチッ
プ接続端面とすることにより、チップ切断の誤差などが問題にならない程度まで発光点と
チップ端面との間隔を広くとることができ、主走査方向の高密度化を実現することが可能
となる。
【００１３】
隣接するチップの最近接発光点までの間隔を広くとることができるので，チップ切断位置
のマージンを大きくとることができると共にチップボンディングに際して、位置のマージ
ンを大きくとることができる。
【００１４】
チップ端面から発光点までの間隔を大きくとることができるため、チップ切断のダメージ
を最小限に抑えることができる。
【００１５】
また、主走査方向の発光点密度を高密度にしたマルチチップ半導体アレイ素子を実現する
ことができる。
【００１６】
１チップ内の最近接発光点の間隔を大きくとることができるため、電極のスペースが広く
、電極形成が容易で、高歩留まりを実現することができる。また、発光点近傍における放
熱性がよく、半導体素子の劣化を低減することができる。
【００１７】
１チップのサイズを適宜変更すれば、１チップ内に配列される素子数を変更することがで
きるため、良品歩留まりの高いチップサイズを簡単に選択することができる。
【００１８】
また、１チップのサイズを自由に変更することができるため、１チップ内の半導体素子の
歩留まりが高くなるようにサイズを設定することができ、低コスト化をはかることが可能
となる。
【００１９】
なお、以上の構成は発光点のみならず受光点にも適用可能である。つまり、光電変換部を
配列した光電変換素子アレイ装置に適用可能である。
【００２０】
また、２次元の結像点配列を結像点の相対的な移動方向に垂直となるような軸上に投影し
たその一次元配列が、一定の周期をなすように構成することにより、実質的に高密度で信
頼性の高い光源を得ることができる。
【００２１】
さらにまた各発光素子への電流供給のための電極が、発光点配列の両側に別れて配線され
ていることを特徴とする。
【００２２】
さらにまた各発光素子への電流供給のための電極がマトリックス配線であることを特徴と
する。
【００２３】
なお光源装置においては、結像手段が発光素子アレイからのすべての光線をその口径内に
含むフィールドレンズと、これを精度よく結像するための結像レンズで構成するようにす
れば、より高精度で信頼性の高い光源を得ることができる。
また結像手段をマイクロレンズアレイで構成しても良い。
【００２４】
さらにまた、結像信号を受け取る手段を感光ドラムで構成するとともに、結像点の移送は
、感光ドラムの回転によって達成するようにしてもよい。
【００２５】
また結像点の移送手段は、ビーム走査機構によって達成しても良い。
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【００２６】
【実施例】
以下、本発明について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
図１は、本発明実施例の光源装置に用いられる面発光型レーザアレイ装置の説明図、図２
は概要図、図３は同装置の平面説明図、図４（ａ）および（ｂ）は要部の断面図および上
面図である。
このレーザアレイ装置は図１に示すように第１辺が主走査方向に平行な素子配列となるよ
うに平行四辺形状のチップに分離し、第１辺に隣接した第２辺がそれぞれ隣接素子の該当
する辺に相対向するように接続したことを特徴とする。
【００２７】
このレーザアレイ装置は、ｎ個のレーザチップを配列して形成され、各レーザチップは２
×１０１ ８ ／ｃｍ３ シリコンドープのｎ型　ＧａＡｓ基板１とこの上層に有機金属気相成
長法（ＭＯＣＶＤ）を用いて形成された膜厚０．２μｍ　の３×１０１ ８ ／ｃｍ３ のシリ
コンドープｎ型　ＧａＡｓバッファ層２と、バッファ層２の上層に形成された３×１シリ
コンドープのｎ型半導体多層反射膜３と、さらにこの上層に形成された量子井戸活性層４
と、３×１０１ ８ ベリリウムドープのｐ型半導体多層反射膜５と、２×１０１ ９ ／ｃｍ３

、膜厚１０ｎｍの高濃度ドープのＧａＡｓコンタクト層との積層構造体からなり、非発光
領域をプロトン注入により形成し、電極パターン６を形成することにより得られ、直径５
μｍ　の円形状の発光点ＬＰが配列形成されている。そして、この図２に拡大説明図を示
すように主走査方向に沿って１列に配置されるとともに副走査方向に４行となるように発
光点が配列されたレーザチップが、この発光点の主配列方向（主走査方向に）対して端面
Ｓ１，Ｓ２が６０度の角度をなすように配列接続せしめられている。
【００２８】
次にこのレーザアレイ装置の製造工程に従って詳細に説明する。
【００２９】
まず２×１００１ ８ ／ｃｍ３ シリコンドープの（１００）ｎ型ＧａＡｓ結晶で構成された
ｎ型　ＧａＡｓ基板１表面に、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）により膜厚０．２μｍ
　のＧａＡｓバッファ層２を形成する。成長に際しては、原料ガスとしてトリエチルガリ
ウム（ＴＥＧａ），トリエチルアルミニウム（ＴＥＡｌ），トリエチルインジウム　　（
ＴＥＩｎ），アルシン（　ＡｓＨ３ 　）を使用し、成長温度６００℃、反応管内を　１×
１０－ ４ 　Ｐａに減圧し、水素キャリアガスをも含めて全ガス流量を４リットル／分とし
た。またドーピング用の不純物として、シリコン（Ｓｉ）を用いた。
【００３０】
次に、このｎ型ＧａＡｓバッファ層２表面にｎ型半導体多層反射膜３を形成する。まず、
ＭＯＣＶＤ装置の反応管内に所望の分圧のＴＥＧａと、ＴＥＡｌと、　ＡｓＨ３ を流し、
ＧａＡｌＡｓ層を成長させる。次にそのままでガスを切り替え、　ＡｓＨ３ 　、ＴＥＡｌ
を所望の分圧で、反応管内に供給すればＡｌＡｓ層が形成される。さらにＭＯＣＶＤ装置
の反応管内にＴＥＧａと、ＴＥＡｌと、ＡｓＨ３ とを流しＧａＡｌＡｓ層を成長させる。
このようにして膜厚９．９ｎｍのＡｌ０ ． ５ ８ Ｇａ０ ． ４ ２ Ａｓ、膜厚６０．４ｎｍのＡ
ｌＡｓ，膜厚５１．５ｎｍのＡｌ０ ． １ ６ Ｇａ０ ． ８ ４ Ａｓの積層体を２７．５周期繰り
返した積層構造でｎ型半導体多層反射膜を形成する。
続いてＭＯＣＶＤ装置に、ＴＥＧａと、ＴＥＡｌと、　ＡｓＨ３ 　 とを所望の分圧にして
流し順次、膜厚７．０ｎｍのＡｌ０ ． ３ ０ Ｇａ０ ． ７ ０ Ａｓ、膜厚１０ｎｍのＡｌＡｓ，
膜厚８９．８ｎｍのＡｌ０ ． ６ ０ Ｇａ０ ． ４ ０ Ａｓの積層体を４周期繰り返した積層構造
で活性層４を形成する。
【００３１】
同様にしてガスを切り替え、膜厚９．９ｎｍのＡｌ０ ． ５ ８ Ｇａ０ ． ４ ２ Ａｓ、膜厚６０
．４ｎｍのＡｌＡｓ，膜厚５１．５ｎｍのＡｌ０ ． １ ６ Ｇａ０ ． ８ ４ Ａｓの積層体を１９
周期繰り返した積層構造でｐ型半導体多層反射膜５を形成する。
この後、２×１０１ ９ ／ｃｍ３ 、膜厚１０ｎｍの高濃度ドープのＧａＡｓコンタクト層６
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ｃを形成し、最後に、プロトン注入により非発光領域を形成し、直径５μｍ　の円形状の
発光点ＬＰを形成する。発光点の配列パターン６は、主走査方向に　２１μｍピッチ、副
走査方向には３６μｍ　　ピッチの４列とした。ただし、ダイシングマシーンで切断する
場所の第１列目の発光点と第４列目の発光点との間の主走査方向のピッチは２１μｍ　よ
り大きくした。さらに電流注入のためのＡｕＺｎ層からなるｐ側電極パターン６を形成す
る。ここでボンディングパッドＢＰは副走査方向の両側に引き出して形成した。この後、
ＧａＡｓ基板の裏面全体にＡｕＧｅＮｉ層を蒸着してｎ側電極７を形成する。
【００３２】
このようにして形成されたレーザ基板をダイシングマシンにより、第１列目の発光点と第
４列目の発光点との間を発光点配列方向と平行に切断し、平行四辺形形状のチップを切り
出した。このときのチップ端面と発光点の距離は約３０μｍ　とし、主走査方向のチップ
長さは５ｍｍ、副走査方向のチップ幅は１ｍｍとした。このチップをダイボンディングマ
シーンでセラミック板に６０個固着接続し、最終的には３００ｍｍ長さのレーザアレイ装
置を作製した。
【００３３】
そのチップ接続後の位置関係は図３に示すように、同じ列の発光点の主走査方向の間隔が
８４μｍ　で、隣接するチップの最近接発光点の間隔は７２μｍ　とした。これにより、
長手方向には２１μｍ　ピッチと高密度の発光点密度を達成することができた。
【００３４】
なお、前記実施例では、各チップを１直線状に配列したが、このチップを図２，図３の副
走査方向に平行移動し、千鳥状の配置にして接続することもできる。この場合、隣接する
チップの最近接発光点の距離はさらに拡大され、チップ接続端面と発光点との間のマージ
ンを大きくとることができる。
【００３５】
次に、本発明の第２の実施例について説明する。
前記第１の実施例では、ｐ側電極を裏面に形成したが、この例ではｎ側電極ｐ側電極共に
表面側に取り出し、マトリックス配線を行う。
発光点の形成のためのプロトン注入まで前記実施例と同様にして面発光レーザを形成する
が、電極形成に際し、図５に示すように発光点ＬＰの横方向の電極をｐ側電極１６とし、
斜め方向の電極をｎ側電極１７とした。
【００３６】
製造に際しては、各層を形成し、プロトン注入により発光点を形成した後、各発光点の近
傍にｎ型半導体多層反射膜に達するまで矩形のエッチングを施し、この上層にｎ側電極１
７となるＡｕＧｅＮｉ膜を蒸着し、パターニングする。
【００３７】
次に絶縁層として窒化シリコン層をスパッタリング法により形成し、ｎ側電極のボンディ
ングパッドに相当する部分と、発光点に対して前記矩形の部分に対して反対側の部分に位
置する矩形部分とに、開口を形成し、さらに前記矩形部分にコンタクトするようにｐ側電
極１６を形成する。
【００３８】
このようにして形成されたマトリックス配線の面発光アレイレーザを、前記第１の実施例
と同様に発光点に対して斜めに（θ＝６０度）なるように切断し、平行四辺形のチップを
作製した。
【００３９】
そしてこれらをセラミック基板上に載置して固着接続し、長手方向の発光点密度の高いレ
ーザアレイ装置を得る。
【００４０】
この例では発光点密度は前記第１の実施例と同様であるが、このように電極をマトリック
ス配線することにより電極配線数を約１／４に低減することができ、配線スペースに余裕
をもたせることができ、配線接触を防ぐことができ歩留まりが大幅に向上する。
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【００４１】
次に本発明の第３の実施例として、前記第１および第２の実施例で説明したレーザアレイ
装置を用いて形成した光源装置について説明する。
【００４２】
この光源装置は図６に示すように、前記第１の実施例で形成したマルチチップレーザアレ
イ装置１０を発光点の前面にすべての発光点の光束を結像レンズ３０に導くためのフィー
ルドレンズ２０と、フィールドレンズ２０の前方に配設され、感光ドラム４０上に結像す
る結像レンズ３０とから構成されている。
【００４３】
この光源装置によれば、感光ドラム面上に１対１の倍率で主走査方向に１２００ｄｐｉの
結像点密度の高画質印字を達成することが可能となる。
【００４４】
次に本発明の第４の実施例として、前記第１および第２の実施例で説明したレーザアレイ
装置を用いて形成した光源装置について説明する。
【００４５】
この光源装置は図７に示すように、前記第１の実施例で形成したマルチチップレーザアレ
イ装置１０を発光点の前面にすべての発光点の光束をフィールドレンズ結像レンズ５０に
導き、さらに球面ミラー６０を介してポリゴンミラー７０、ｆθレンズ７１に導き平面ミ
ラー８０で反射しスクリーン面９０に導くようになっている。
【００４６】
この装置では簡単に高精彩度の映像を大画面に映し出すことができる。
【００４７】
なお前記実施例ではマルチチップレーザアレイを１個用いた例について説明したが、赤色
、緑色、青色を出射する３種類のマルチチップレーザアレイを用いてもよいことはいうま
でもない。
【００４８】
次に本発明の第５の実施例として、シリコン基板上に形成したＣＣＤ受光素子アレイチッ
プを接続して受光素子アレイ装置を構成する例について説明する。
【００４９】
図８に示すように、この受光素子アレイ装置は、受光点ＳＰが、縦方向に１００μｍ　ピ
ッチ（ｙ），横方向に８０μｍ　ピッチ（ｘ）で１０×１０の格子をなすように規則正し
く配列された長方形形状にアレイチップを形成する。
【００５０】
このチップでは、受光点の配列方向と、チップ端面とは垂直になっている。この受光素子
アレイチップを受光信号の移動方向に対して
θ＝ｔａｎ－ １ （ ８／１００ ）となる角度θ（４．５７）だけ傾けて、図の基線にあわせ
てセラミック基板の上に順次５個のチップＣｈ１，Ｃｈ２…を固着した。　かかる構成に
よれば、基線方向の受光素子密度は７．９７μｍ　ピッチと高密度であるが、隣接するチ
ップの最近接受光点の間隔は１００μｍ　と８０μｍ　であり、チップ端面と受光点の間
隔を余裕をもつて広くとることができる。ここでもチップ端面は最近接受光点を結ぶ線の
垂直２等分線上にある。
【００５１】
このように格子状に規則正しく配列された受光点をもつ長方形チップを斜めに傾けて接続
するのみで、チップ繋ぎ面の受光点間隔がひろく、切断しやすくかつ固定し易くかつ受光
点の配列密度の高いマルチチップ受光素子アレイ装置を得ることができる。
【００５２】
なお、配列数やピッチについては前記実施例に限定されることなく適宜変更可能である。
【００５３】
また、前記実施例では、受光手段としてＣＣＤ受光素子アレイチップを用いたが、アモル
ファスシリコン受光素子あるいは多結晶シリコン受光素子等を用いても良いことはいうま
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でもない。
【００５４】
なお、以上に示した実施例では、各チップは平行四辺形または長方形をなすように切断を
おこなったがこれに限定されることなく図９（ａ）　および（ｂ）　に示すように矩形で
も長方形でも三角形でもよい。
【００５５】
さらにまた図１０に示すように、少なくとも２つの三角形状のチップの間に台形状のチッ
プを配列した構造も有効である。なおこの例では、円形などの半導体ウェハから平行四辺
形などのチップを切り出した後に残る、切り端部分を三角形形状で有効に切り出し利用す
ることができるという効果がある。
【００５６】
【発明の効果】
以上説明してきたように、本発明によれば、主走査方向の発光点の配列密度は所望の状態
に保持しつつ、最近接発光点までの距離を拡大することができる。
【００５７】
そしてその最近接発光点を結ぶ直線を２等分し、かつ発光点配列とほぼ平行な直線をチッ
プ接続端面とすることにより、チップ切断の誤差などが問題にならない程度まで発光点と
チップ端面との間隔を広くとることができ、主走査方向の高密度化を実現することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施例の光源装置に用いられる面発光型レーザアレイ装置の説明図
【図２】同装置の概要図
【図３】同装置の平面図
【図４】同装置の要部の断面図および上面図
【図５】本発明の第２の実施例のレーザアレイを示す図
【図６】本発明の第３の実施例の光源装置を示す図
【図７】本発明の第４の実施例の光源装置を示す図
【図８】本発明の第５の実施例の受光素子アレイを示す図
【図９】本発明の他の実施例のチップ配列を示す図
【図１０】本発明の他の実施例の発光点とチップ配列とを示す図
【図１１】従来例のＬＥＤプリンタ用光源の発光素子アレイを示す図
【図１２】従来例のマルチチップアレイを示す図
【符号の説明】
１　ｎ型ＧａＡｓ基板
２　ｎ型バッファ層
３　ｎ型半導体多層反射膜
４　活性層
５　ｐ型半導体多層反射膜
６ｃ　ｐ型コンタクト層
６　ｐ側電極
７　ｎ側電極
１０　マルチチップレーザアレイ装置
２０　フィールドレンズ
３０　結像レンズ
４０　感光ドラム
５０　結像レンズ
６０　球面ミラー
７０　ポリゴンミラー
７１　ｆθレンズ
８０　平面ミラー
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９０　スクリーン面
ＬＰ　発光点
ＢＰ　ボンディングパッド
Ｃｈ１，Ｃｈ２　半導体チップ
ＳＰ　受光点

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

(11) JP 3612850 B2 2005.1.19



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                            ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｓ   5/02                         　　　　           　　　　          　　　　　
   Ｈ０４Ｎ   1/04                         　　　　           　　　　          　　　　　

(72)発明者  植木　伸明
            神奈川県海老名市本郷２２７４番地　富士ゼロックス株式会社　海老名事業所内
(72)発明者  布施　マリオ
            神奈川県海老名市本郷２２７４番地　富士ゼロックス株式会社　海老名事業所内

    審査官  柏崎　康司

(56)参考文献  特開平０７－１５３９９４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２３５６９７（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－２３７４８４（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－２３７４８３（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５８－２０３０７１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６０－０２７５６５（ＪＰ，Ａ）
              実開平０４－０５４８５６（ＪＰ，Ｕ）
              実開平０４－０４８６４７（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６３－０６４０６２（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 33/00

(12) JP 3612850 B2 2005.1.19


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

